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Sposéb wytwarzania spektrometrycznego detektora CdTe

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarzania spektrometrycznego detektora CdTe, szczegdlnie przy-
datnego do spektrometrii promieniowania X i niskoenergetycznego promieniowania gamma.

Znany stan techniki. Znany jest sposéb wytwarzania spektrometrycznego detektora CdTe z niskooporowe-
go tellurku kadmu typu n opisany przez A.J.Dabrowskiego, J.Chwaszczewska, J.Iwariczyka, R.Tribaulet’a, J Mar-
taing’a ,,Spektrometer Performance of n-Type Cadmium Telluride X and y-Ray Detectors™ (I.EEE Transactions
on Nuclear Science Vol. NS—23 No 1 (1976) 171). W opisanym sposobie wycina si¢ ptytke z krysztatu CdTe,
ktérg po oszlifowaniu i wypolerowaniu i doktadnym oczyszczeniu mechanicznym i chemicznym wytrawia sig
w roztworze bromu w metanolu. Po wytrawieniu ptytke umieszcza si¢ w atmosferze gazu oboj¢tnego a nastepnie
napyla si¢ ja jednostronnie warstewka ztota i zaopatruje si¢ ja w kontakty.

Istota wynalazku. Sposéb wedtug wynalazku polega na tym, Ze jako material wyjsciowy do wytwarzania
detektora stosuje si¢ ziarno monokrystaliczne tellurku kadmu a wytrawianie w roztworze bromu w metalach
prowadzi si¢ dwustopniowo, w ciggu 1—2 minut w roztworze o stgzeniu 5—10% a nastgpnie w roztworze o stgze-
niu do 5% w ciagu 20—300 sek. '

Korzystne skutki techniczne wynalazku. Sposéb wediug wynalazku pozwala uzyskaé detektory o wysokiej
zdolnosci rozdzielczej ponizej 3 KeV dla promieniowania gamma o energii 20 KeV — 100 KeV i ponizej 2 KeV
dla promieniowania gamma o energii ponizej 20 KeV.

Przyktad wykonania wynalazku. Ze sztabki krysztalu CdTe wycina si¢ plytke o zgdanej grubosci, a na-
stepnie po obrébce mechanicznej wycina si¢ ziarna monokrystaliczne. Ptytke wykonang z ziarna monokrystalicz-
engo poddaje si¢ szlifowaniu, polerowaniu i oczyszczaniu mechanicznie i chemicznie w wannie ultradZwigkowe;j.
Ptytke wytrawia si¢ w 8% roztworze bromu w metanolu w ciggu 90 sekund a nast¢pnie w roztworze o stgzeniu
3% w ciggu 30 sekund. Po wytrawieniu ptytke¢ wyjmuje si¢ w atmosferze azotu w ktérej przechowuje si¢ ja przez
kilka godzin. Tak przygotowang ptytk¢ napyla sig¢ jednostronnie warstewky ztota i zaopatruje si¢ w kontakty
znanymi sposobami.
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Zastrzezenie patentowe

Sposéb wytwarzania spektrometrycznego detektora CdTe, w ktérym z krysztatu CdTe typu n wycina si¢
plytke i szlifuje sig ja i poleruje, a nastgpnie poddaje si¢ doktadnemu oczyszczaniu mechanicznemu i chemiczne-
mu po czym wytrawia si¢ ja wroztworze bromu w metanolu i umieszcza si¢ w atmosferze gazu obojetnego
a nastgpnie napyla si¢ ja jednostronnie warstewka ztota i zaopatruje si¢ w kontakty, znamienny tym, Ze
jako material wyjsciowy stosuje si¢ ziarno monokrystaliczne CdTe a wytrawianie w roziworze bromu w metano-
lu prowadzi si¢ dwustopniowo, w ciagu 1—2 minut w roztworze o stezeniu 5—10% a nastepnie w roztworze
o stezeniu do 5% w ciggu 20—30 sek.
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